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第 5 章では、単原子層物質 MX2(M=Mo, W, X=S, Se)において、発光量子効率と発光寿命か
ら、光励起状態である励起子の有効輻射緩和寿命を導いた。その一例として、単層二セレン化
タングステンでは、上記で求めた発光量子効率（0.6%）と発光寿命（500ps）から、室温での




































































ある、輻射緩和寿命を知ることができる。単原子層物質 MX2(M=Mo, W, X=S, Se)において、
発光量子効率と発光寿命から励起子の輻射緩和寿命を導いた。その一例として、単層ニセ
レン化タングステン（WSe2）では上記で求めた発光量子効率（0.6%）と発光寿命（500ps）
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